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 一般にシンチレーターには、絶縁体材料が用いられていることが多いが、半導体材料も検討さ

れており、ZnO:Ga や HgI2等の半導体シンチレーターについては、よく研究されている [1]。我々

のグループも、これまでに半導体材料の一種である β-Ga2O3 単結晶のシンチレーション特性を評

価し、β-Ga2O3が室温でも高い発光量と速い蛍光寿命を有することを明らかにした [2]。β-Ga2O3の

発光は結晶欠陥に由来するものであり、酸素空孔の制御が重要になるものと考えられる。この観

点から、我々は酸素空孔を多量に導入できる Spark Plasma Sintering (SPS) 法で β-Ga2O3透光性セラ

ミックスを作製し、大気中でのアニール処理で酸素空孔を減少させたサンプルと、アニール前の

サンプルを比較する検討についても実施している。その結果、アニール処理によりシンチレーシ

ョン特性が大幅に向上することを確認した [3]。同様の検討は他の半導体シンチレーターである

ZnO 透光性セラミックスに対しても実施しており、こちらの材料においては様々な温度でアニー

ル処理を行うことで、発光量を最適化できることを確認している [4]。本研究では、β-Ga2O3透光

性セラミックスのシンチレーション特性のアニール処理による最適化を目指した。アニール温度

は 900–1100 °C まで 50 °C刻みで変更し、アニール時間は 12時間とした。 

Fig. 1に 241Amの α線励起によるパルス波高スペクトルを示す。全てのサンプルにおいて、全吸

収ピークが確認された。市販の YAG:Ce 単結晶との比較により算出した各 β-Ga2O3 サンプルの発

光量を Table Ⅰ に示す。900–1000 °C の間でアニール温度の上昇に伴い発光量が向上し、最大で

2,340 ph/ 5.5 MeV-αとなった。それ以上のアニール温度では、発光量が減少することを確認した。

その他のシンチレーション特性は発表当日に報告する。 

  

Fig. 1. Pulse height spectra (241Am) of all β-Ga2O3 

translucent ceramics. 

Table Ⅰ. The Light yields (LY) of all the β-Ga2O3 

ceramics and the reference YAG:Ce.  
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